SOUHRN

Na zaklad¢ rozsahlé literarni reSerSe byly shroméazdény prace zabyvajici se termodynamickymi
daty nitrida prvka A™. Podle zvolenych kritérii byla vybrina optimalni sada dat H " (298),
57(298) a Cﬁm (T) nitridt prvka A™. Metodou vhazovaci kalorimetrie byla stanovena C gm (T)

InN. Metodou minimalizace celkové Gibbsovy energie bylo vypoéteno rovnovazné slozeni systému
Al-C-H-N, Ga-C-H-N a In-C-H-N pouzivanych pii depozici nitridai prvka A" metodou MOVPE.
Vysledky rovnovaznych vypoctli jsou prezentovany formou depozi¢nich diagrami. Na zikladé
ziskanych vysledkt byly navrzeny podminky vhodné pro depozici epitaxnich vrstev nitridd prvka A™
metodou MOVPE. Pro GaN bylo provedeno kritické srovnani naSich vysledkli s experimentalnimi
pracemi zabyvajici se pripravou epitaxnich vrstev GaN metodou MOVPE a s vlastnim experimentem.
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